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(57) Abstract: The present description relates to a process for fabricating a strained metal or semiconductor or insulator layer comprising
a step in which the metal or semiconductor or insulator layer (11) is transferred from a first carrier substrate (10) to a second carrier
substrate (20), the carrier substrates (10, 20) having different coefficients of thermal expansion, the transfer step being carried out at
high temperature. After removal of the first carrier substrate (10), the obtained structure is cooled, whereby a tensilely or compressively

strained metal or semiconductor or insulator layer (11) is obtained.

(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'une couche contrainte La présente description concerne un procédé de fabrication d'une couche
métallique ou semiconductrice ou isolante contrainte comprenant une étape au cours de laquelle on transfére la couche métallique ou
semiconductrice ou isolante (11) d'un premier substrat support (10) a un deuxi€me substrat support (20), les substrats supports (10, 20)
ayant des coefficients de dilatation thermique différents, 1'étape de transfert étant réalisée a chaud. Apres retrait du premier substrat
support (10), 1a structure obtenue est refroidie, moyennant quoi on obtient une couche métallique ou semiconductrice ou isolante (11)

contrainte en tension ou en compression.
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